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Az IMPATT, TRAPATT és BARITT diédakkal megvaldsitott mikro-
hullam-forrasok spektralis tisztasadga nem minden alkalmazas
szempontjabdl megfeleld.

Az egyik legmodernebb mbdszer az FM zaj csékkentésére az
optikai injektalas. A cikk elsd részében az emlitett eszkézok 1é-
nyérzékenységének mechanizmusaval foglalkozunk. A masodik
részben révid attekintést adunk mas mikrohul lamd félvezetd
eszkdzok fenyerzekenysegerol mintpl.: aPIN és varaktor didda-
rél és egyes passziv elemekrél, melyeket monolitikus mikrohul-
lami dramkérékben alkalmaznak.

A téma kutatasat az Orszagos Mliszaki Fejlesztési Bizottsag
tamogatja.

1. Bevezetés

A mikrohulldmu elektronika szamos alkalmaza-
saban nagy spektralis tisztasagu jelforrasokat igé-
nyel, amely mellett sokszor nagy kimend teleSIt—
menyre is szikség lehet. A spektralis tlsztasag javi-
tdsara elterjedten alkalmazott modszer az
oszcillatorok injektalasa egy kis FM zaju, stabil
oszcillator jelével.

Ugyancsak az injektalas moddszerével oldhatd
meg tébb oszcillator fazisszinkronizalt miikddteté-
seis,amelyre pl.fazisvezéreltantennaracsok tapla-
lasanal lehet sz(ikség.

E feladatok megoldasdra a mikrohullamu félve-
zet6 eszk6zok fényérzékenységének felhasznala-
saval Uj 6s elényds optikai modszerek alakultak Ki.

A félvezeté alapl mikrohulldamu eszkdzok fé-

nyérzékenysége olyan feladatok megoldasat is le-
hetdvé tette, amelyekre eddig mas modszer nemi-
genvoltismeretes. Ezek kdzul kiemeljuk a ps-os se-
bességli optikai' kapcsoldkat (POS : Picosecond
Optoelectronic Switch), illetve a monolitikus mikro-
hullamu integralt Aramk 6rék ben alk almazott pasz-
sziv aramkori elemek (pl. klldnféle csatoldk) opti-
kaivezérlésének lehetiségét.
Folytatva a megkezdett tématl'! , 6z alkalommal a
futasiidd eszk 6z6k'' és egyéb mlkrohullému félve-
zetd eszk6zok optikai vezérlésének alapjaival fog-
lalkozunk. Ismertetiink néhany eredményt a pasz-
sziv aramkori elemek optik ai vezériésével kapcso-
latbanis.
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2. Afutasiidb eszkdzok optikai vezérlésének
alapjai '

A futasi idé eszkdzok a mikrohulldmu elektronika
nagyjelentéséglioszcillator eszkdzei. Legfébb kép-
viselSik a kilénféle IMPATT eszk6z6k, a BARITT és
aTRAPATT di6da, illetve a Gunn diédal

Jelentéségik a velik készitheté mikrohullamu
teljesitményforrasok szerkezeti felépitésének egy-
szerliségével, az elérhetd nagy teljesitménnyel, a
viszonylag jo hatasfokkal és a magas miikddési
frekvenciaval fugg 6ssze.

Mik 6dési frek venciajuk ma mar biztonsaggal le-
fedia 100 GHz-ig terjedd frekvenciasavot. Kdzepes
frekvenciakon folyamatos Uzemben néhanyszor
10 W teljesitményt szolgdltatnak, hatasfokuk 10—
30 % kdz6tt mozog. (A TRAPATT diddaknal a hatas-
fok 50—60 %-ot s elér, de a tipikus mlkddési frek-
vencia a 10 GHz alattmarad.)

A futdsi idé eszkdzokkel eléallitott mikrohullamu
teljesitmény spekftralis tisztasdga a Gunn diddak
esetében j6, BARITT diddas oszcillatornal kielégitd,
az IMPATT és a TRAPATT oszcillatoroknal viszont
bizonyos alkalmazasokban mar nem elfogadhaté.

Az IMPATT és a TRAPATT oszcillatoroknal a
spektralis tisztasag az oszcilldtor injektalasaval
javithatd. Ennek mai modern médszere a modulait
lézer- fen?/ gegltsegevel torténd direkt optikaiinjek-
talas

Az IMPATT diédak tipik us képviselSje a Read did-
da, melynek rétegszerkezete és a zardiranyu fe-
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szlltség hatasara benne kialakuld térerésségelosz-
lasa 1. abran lathatd.

Ha a diddara az egyenfesziiltség mellett az oszcil-
lacié miatt valtéfeszlltségis jut, a térerésség-elosz-
las a minta minden pontjaban azonos fazisban peri-
ddikusan nd, ill. csékken, kdvetve az oszcillaciobdl
szdrmazé fesziltségkomponens idébeli valtozasat.

A Iavinaio,'z&ciébz’:l
\ E(x) / szOrmozo

elektronok

— +U

1.4bra. A Read diédarétegszerkezete és a benne kialakulé
térerésség-eloszids

Azokban az idépillanatokban, amikor az oszcil-
l&cié miatt a diddara jutd zaréfesziltség maximalis,
az atmenet helyén fellépd térerdsség-cslcs olyan
naggya valik, hogyaz mar lavina-ioniz4ciét hoz 1ét-
re. A lavinaionizacio altal keltett plazma elektronjai
a megfeleléen méretezett hosszlisagu gyenge n-ti-
pust (v-tipusy) réteg felé, a lyukak pedig a p* kon-
taktus felé sodrédnak. Mivel az elektroncsomag
igen nagy térer&sségli zénan sodrédik végig, a se-
besség-telitédés miatt a téltéscsomagot a Cou-
lomb-erék nem tudjak feltagitani.

Az elektron csomag futasa a killsé aramkdrben
infludlt aramot hoz létre. Mivel pedig ez idében ép-
pen a nagyfrekvencias rezgés negativ félperiédu-
séra esik, a diéda negativ valds rész(i admittanciat
mutat, és igy energiat taplal be a vele csatolasban
Iévé rezonatorba.
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A Read diéda szerkez?éil megvaldsitasanak sza-
mosigen fontos valtozata'“' ismeretes, amelyekreitt
nem tériink ki, mert a mikddés elve és az optikaiin-
jektalas szempontjabdl egymashoz képest lénye-
ges eltérést nem mutatnak.

Arra viszont utalunk, hogy a Schottky atmenettel
kialakitott GaAs diddak szamos kedvezé tulajdon-
saguk miattigen elterjedtek.

Az oszcillacié viszonylag nagy FM ¢s AM zaja[21
abbdl a ténybdl fakad, hogy a mikoddés alapja a la-
vinaionizacids folyamat. Ez tébb elemiionizacios fo-
lyamat ereddje, amelyben statisztikus ingadozasok
is vannak. Tovabb rontja a helyzetet, hogy maga a
lavinajelenség minden meglévé ingadozast nagy-
mértékben felerdsit. .

Eppen ez a kérlimény hasznalhaté fel arra, hogy
a Read diddas (vagy altalanosabban IMPATT —)
oszcillatorokat jé hatasfokkalinjektalhassuk modu-
lalt Iézerfény segitségével.

A felismeréshez néhany elézetes megfigyelés
vezetett. Az egyik legkorabbi ezek kozil az volt,
hogy a rezgési periddus azon részeiben, amikor a
pillanatnyi fesziitség a lavinafesziltségnél kisebb,
az atmenet normal zardirany arama hozzajarul a
teljes didda aramhoz, 6s kedvezétienil befolyasolja
a miikodést. Késébb azt is kimutattak, hogy bar-
mely médon (pl.ionizald sugarzassal) ndvelve a did-
da zaréaramat, altalaban csékken a kimend teljesit-
mény és enyhén névekszik az oszcillacios frekven-
cia. Ezt kdvetéen 1977-ben Vyas és munkatarsai
elvégezték az elsf kisérleteket a lézerfény hatasa-
nak vizsgélatéram. A frekvencia 6s a kimend telje-
sitmény valtozasat a megvilagitas intenzitasa, mint
paraméter fiiggvényében a 2. abran mutatjuk be. A
megVilagitas intenzitasat a kis zaréfesziitség mel-
lett a diddan atfoly6 fotoarammal jellemezzik.

Hamarosanmegjelent az elsé publikacié a modu-
lalt |6zerfénnyel injektalt X-savu IMPATT oszcillator-
rol'®, amelynél az oszcillacié spektralis tisztasagat
az injektalassal jelentésen ndvelni tudtak.

Az injektalas kvantitativ vizsgélata'al’ 191 azt mu-
tatta, hogy amennyiben az oszcillaciés feszultségtdl
Kis fazisk(lbnbséggel eltéré optikai gerjesztést
végzlink, az igy keltett toltések aramat a lavinafo-
lyamatfelerdsiti. gy a diéda draméban egy azinjek-
talassal fazisban 16vé és jelentés nagysagu aram-
komponens 1ép fel.

A gerjesztett fotoaram felerésddése — vagyis az
Falavina erésitési tényez6 — annal nagyobb, minél
nagyobb az oszcillaciobdl adédé E; térerdsség-
amplitudé az Epo lavina-letorési térerésséghez ké-
pest. Ezt az Hsszefliggést mutatjuk be a 3. abran.

Az IMPATT diddak injektalasaval kapcsolatban
néhany gyakorlati kérdésre is kitériink.

Tekintve, hogy az eszkézben a legnagyobb disz-

s 0

szipacid-s(irliség a lavinaletorésben miikédé pn.
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2. 4bra. Egy IMPATT-di6das oszcillator tellesitményének és
frekvencia]anak valtozasa a megvilagitas figgvényében|7]

(vagy Schottky) atmenet kérnyékén 1ép fel, a j6 hé-
elvezetés érdekébenaz eszk 6zt ezen atmenet feld-
li oldalaval kell a tok héelvezetd tombjére szerelni.
(Megjegyzendd, hogy a disszipacio slirliség masutt
is nagy és rendszerint eléri a néhanyszor 10
kW/mm?® értéket is.) llyen viszonyok mellett a meg-
vilagitas csak az eszk$z6k masik oldalardl, a futasi
zénan keresztll Iehetsé%es. llyen megoldasra mu-
tatunk példat a 4. abran o

Afutasizénatképezé félvezets rétegvastagsaga
pl. 10 GHZ-es diéda esetében § um kérill van, és a
sz(lkséges rétegvastagsag a frekvenciaval fordi-
tott aranyossagban all. Mivel pedig Si-ban a 870 nm
hullamhosszisaglfényre az apszorciés hossz 10—
16 um, és ez az érték magasabb kristalyhémor-
séklet mellett jelentésen csdékken (P1. 200 *C-onmar
kb. 8 um-re csékken le) lathatd,hogy a besugarzott
fényteljesitmény csak jelentSs veszteséggel ériel a
lavinazénat. '

Ez a kériimény annal is hatranyosabb, mert a fu-
tasi zénaban keltett lyuk-elektron parok kézil csu-
panalyukak haladnak at a lavinazénan, és az elekt-
ronokénal lényegesen kisebb ionizacids tényezd-
jUk miatt ezek gyakorlatilag hatastalanok.
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3.abra. A lavinaerdsitési tényezd valtozasa a relat oszcillacids
térer6sség-amplitidé figgvényében[8]
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4. 4bra. Amegvilagithatd IMPATT diéda szefkezete, tok asa
és csatlakoztatasa a tapvonalhoz és a fénykabelhez

a csdfdpvonal alja
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Jollathaté mindez a nagyjeli mik 6dést jellemzé
adm|ttan0|a -g0rbék alakulasabdl, amelyeket egy
p'-n-n*-szerkezetl IMPATT diédara a 5. abran mu-
tatunk be. Lathatd, hogy ap” oldal iranyabd! torténd
megvilagitas esetén az admittancia-gérbék meg-
valtozasa sokkal nagyobb.

Végul megemlitjik, hogy a GaAs IMPATT diddak
direkt optikai injektalasanal a Si didédakhoz képest
kedvezbtlenebb a helyzet, mivel a fény abszorpci-
és hossza GaAs-ben sokkal kisebb, csupan 1 um
korali. Javitja viszont a helyzetet, hogy a GaAs ese-
tében nincs nagy klldnbség a lyukak és az elektro-
nokK ionizacids Uthossza kdzott. Emiatt és feltehet-
leg azértis, mert a GaAs diddak zaja a Si di6daéké-
hoz képest lényegesen kisebb, a GaAs diédak
direkt optikai injektalasaval a szakirodalom mind-
maig gyakorlatilag nem foglalk ozik.

La, {sem®)
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5. 4bra. IMPATT diéda nagyjelli admitancia gérbéi” a) megvila-
gitas nélkil; b) az n-oldal iranyabdl; c) a p-oldal iranyabdl
megvilagitva

A futasi id6eszk 620k optikai vezérlésével kapcso-
latban réviden még két eszk6z, a BARITT és a TRA-
PATT didda direkt optikai injektalasanak alapelve:t
Vazoljuk.

A BARITT diéda a Read diédanal kisebb teljesit-
ményt szolgaltat, hatasfoka 10% k&ruli, zajviszo-
nyai azonban lényegesen jobbak, mint az IMPATT
eszkdzoké.

A milkddést egy p-n atmenetekkel kialakitott
diédan vazoljuk. Az elvirétegszerkezetet és a ben-
ne kialakuld térerésség-eloszlast a rezgési perio-
dus haromkUlénb6zé fazisaban a 6. abran rajzoltuk
meg.

Az abra szerint a ty idépillanat a nagyfrekvencias
jel negativ félperiédusahoz tartozik. Ekkor a =-n at-
menet tértoltés-rétege még nem éri el az n-p atme-
netnél kialakulé tértoltés-réteget. l[dében a pozitiv
félperiddus felé haladva a két tértdltés-reteg a tp
idépillanatban éppen Osszeér. Ez az atszuras
(punch through) allapota. Ett6l kezdve a rezgés po-
zitiv félperiédusa fokozatosan lehlizza az n-p atme-
net potencial-gatjat, (t2 idopillanat), amely ekkor
révid ideig elektronokat injektal a szélesebb =
rétegbe.

Az injektalt elektronok = reteg -belifutasa a Read
diédahoz hasonléan negativ valés részl impedan-
ciakeletkezéséhez vezet.

Azoptikaiinjektalasta +-n gtmenetet éréfotoger-
jesztes teszi Iehetove az altal hogy az itt gerjesztett
téltéshordozék arama az n-p armenetre nézve nyi-
t0|ranyu Ez pedig — mint kényszeritett ny|t0|ranyu
aram — lehlizza az n-p atmenet potenmal gatjanak
magassagat, elébbre hozva a nyitas pﬂlanatat

A BARITT diéda reszletesetﬁ elmélete a magyar
szakirodalomban is fellelhetd'“, nincs azonban tu-
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6. abra. A Barrit diéda miikédéséhez

domasunk arrél, hogy a nemzetkéziirodalomaz op-
tikaiinjektalas kérdésével foglalk ozott volna.

A TRAPATT didda'®! nagyteljesitményii eszkoz,
100 W korlli kimendteljesitmény és jo hatasfok
(60—60%) jellemzi. Mlikbdési frekvencidja ala-
csony (GHz kordli).

Szerkezetdt, és benne az allandd zaréiranyu
aram hataséara idében névekvé térerésség-elosz-
lasta 7. Abran mutatjuk meg.

Arajz szerinta térerésséga tsidépontbanaz nré-
teg p oldali szélénél eléri alavina-ionizacios térerds-
séget, majd a térerésség profil ,nyiras-szerlien” vé-
gigfut ezen az értéken. E gyorsan lejatszédo fo-
lyamat kdézben a ko6zépsé réteg megtelik a
lavina-ionizacio altal termelt lyuk elektron parok bol
allé plazmaval, és emiatt lecsokken a kapocsfe-
szlltség. Ezt kbvetden az elektromos tér kihtizza a
plazmat, a feszlltség emelkedik, 6s a folyamat Ujra
indul.

ATRAPATT didda miik 6dését a pulzusélek bizony-
talansdaga (jitter) jellemzi, amely akar 100 ns-ot is ki-
tehet.

10

Megfigyelték I8l hogy a plazmaképzédds folya-
mataba érzék enyen beleszdlnak a fénnyel generalt
toltéshordozok. fgy, ha a lézer fényimpulzusa a
plazmakodpzédés kdzben éri a didda k6zépsé réte-
gét, a csdkkend feszlltségl él idejének bizonyta-
lansaga akar 30 ns-ra is lecsokkenthetd.
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7.4bra. A TRAPATT didda miikkodéséhez

Optikai vezérléssel javithaté az impulzus lzemti
mukddéskor tapasztalhatd berezgési bizonytalan-
sagis.

Igy az optikai vezériés lehetévé teszia TRAPATT
diédak alkalmazasat nagy feloldéképességlirada-
rokban. ~

8. Egyéb mikrohulidmuieszkbzdk optikai
vezérlésének alapjai

A tovabbiakban réviden még két egyszerlibb szer-
kezet(i eszk6z optikai vezérlésének alapjait érint-
juk.

A PIN diéda a mikrohullamu elektroni;ja fontos
szabélyozé, hangolé és kapcsolo eleme . Felépi-
tésébenés mik ddésében a legfontosabb szerepea
p és n rétegek kozott elhelyezkedo igen gyengén
adalokolt (pl.N=10"“cm’ )es viszonylag vastag (pl.
50—100 um) | — intrinsik — rétegnek van.

Hiraddstechnika, XL. évfolyam, 1989. 1. szdm



Nyitéiranyu impedancidja a szokasos hullamim-
pedancia érték Zo =50 ) kérll akar négy nagysag-
renden keresztul is kényelmesen szabalyozhaté a
diédan atfolyé egyenarammal. Az impedancia a
mikrohullamu frek venciasavban (gyakorlatilag 100
MHz felett) ohmos jellegu, nagysaga az arammal
forditottan aranyos

Nagy zaréiranyu feszlltségeknél a didéda gyen-
génadalékoltk6zépsé rétege teljesenkiurll. A ben-
ne kialakulé viszonylag allandé térer6sséget az n és
a p rétegekbe is behatold kilritett réteg semlegesi-
tetlen adalék-ionjai tartjak fenn. Ebben az allapot-
ban a PIN diéda k6zel feszlltségfuggetlen, kis érté-
kdkapacitasnak felel meg.

Kisebb zardiranyl feszlitségnél az | réteg csak
részlegesen Urll ki. Ebben az allapotban az | réteg
dielektromos relaxacids frekvenciaja feletti tzemi

frekvenciakon, gyakorlatilag a kapacitas tovabbra |

is feszlltségfuggetlenlesz.

* Haviszont ekkor az | réteget fénygerjesztés éri, a
fotogerjesztett toltéshordozék koncentracidja meg
is haladhatja az | réteg sajat téltéshordozéinak kon-
centracidjat. Mérések tanisitjak'' ' és eiméletileg is
igazolhaté' <, hogy ekkor a diéda kapacitasa meg-
nd, soros ellenallasa viszont lecsbkken. A 8. abran a
megvilagitasra alkalmassa tett diéda konstrukcié-
jat, illetve az elektromos paraméterek megvilagitas
hatasara bekévetkezd megvaltozast mutatjuk be a
szakirodalom[11]alapjan.

A diédakapacitas megvaltozasa oszcillatorok
hangolasara (pl. Gunn oszcillator esetében), indirekt
optikai injektalasara éppugy alkalmazhatd, mint
passziv aramkorok fazistolasanak optikai vezérlé-
sére.

Varaktor diddéak esetében az adalékeloszlas
olyan, hogy a fesziltségtél erésenflggs rotegkapa-
citas adddjék .Ha a diéda egyenaramu el6fe-
szitése nagy impedanciaju aramkorrel térténik, az
atmenetben ébred6 fotofeszlilts6g csokkenti a za-
réiranyu el6feszliltséget, amely egyben a rétegka-
pacitas ndvekedésével jar.

Ha a megvilagitas modulalt fénysugarral térténik,
és a modulacio frekvenciajara nezve kis impedan-
ciaju aramkor kapcsolddik a diédahoz, a diéda az
aramkorbe fotoaramot injektal. llyen megoldassal
juttathatd példaul optikai (ton eg}/ parametrikus
erdsitbe a felergsitendd jel“‘” ATSITE]

Hasonlé elvu megoldast lavina- fotodlodakkal
kapcsolatbanis publikaltak 17l Ez esetbenalavina-
fotodiéda erésen nemlinearis karakterisztikajat
egyben a vett optlkal jel keverésére is felhasznal-
jak. fgy a fotédidda és a keverd ( vagy szélessavu
erdsitd) kozotti szdlessaviillesztési feladatok auto-
matikusan elmaradnak. Mindezek eredményekép-
pen a hagyomanyos megoldashoz képest javul a
kever§ jel/zaj viszonya.
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8. abra. Megvllagitasra alkalmas PIN diéda elv! szerkezete, és az
elektromos paraméterek valtozasa a megvllagitas hatasara

4. Passzivaramkorielemek optikai
vezérlésének alapjai

E rovid attekitésben csupan az alapelveket érintjuk
és csak olyan vezérlési lehetdségekre térunk Ki,
amelyek a leggyakrabban alkalmazott félvezetd
anyagainkkal (Si 6s GaAs) kapcsolatosak.

A pikoszekundumos optikai kapcsold (POS)
181 2 tlvezets anyagokban gerjesztéssel elidéz-
het6 igen erés vezetésmoduldciét hasznositja. Se-
gitségével szblessavu mikrohullamu burst impulzu-
sok allithatdk elé a kW/kV-os teljesitmény ill. fe-
szi]ltsc’)gtartomémyban[1

APOS eszk 6z milk 6dési elvét a 9. abran mutatjuk
be. A gyakorlati megvaldsitasara a 10. abran muta-
tunk példakat. Az abran egy be- és kikapcsolhaté
coplanar tapvonallal realizalt kapcsolé mellett két
planar megoldas lathat6, melyek kozul az egyiknél
a szerkezeti kialakitas biztositja a mindkét iranyu
kapcsolas lehetGségot.

Szellemesen hasznositja az abszorpciés hossz
hullamhosszusagtél valé fugge?et Siesetébena 11.
abran bemutatott megoldas'“™". Ebben a 0,63 um
hullamhosszisagu fény a tapvonal megszakitasa-
ban felszinesen hoz létre nagy vezetéképessegl
réteget, mialtal a tapvonal megszakitasat mintegy
révidre zarja. Az 1,06 um hullamhosszisagu fény
abszorpcids hossza olyan nagy, hogy a szilicium
hordozéban mélyen behatolva hoz létre vezetd
plazmat, és ezaltal a szabad tapvonal végeket a
tapvonal alaplemezéhez kéti.

Léteznek olyan megoldasok is, amikor egy félve-
zet6 hordozén kialakitott szalag-tapvonalas rend-
szert a tapvonalra meréleges sikban valahol ,le-
vagnak”, és a megvilagitast erre a meréleges felu-

11



letre vetitik. (gy a tdpvonal alatt az elnel nagy veze-
tokepessegu plazma keletkezik, amely a fény ab-
szorpcidja miatt a megvildgitott felllettdl tAvolodva
egyre kisebb vezetéképességlivé valik.

f-’e ny erz.ekdn y teralet
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9. 4bra. A plkoszekundumos optikai kapcsolé elve
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10. dbra. Killénféle plkoszekunduy s sebességl optikai
kapcsoloﬂ% m’?

Egy ilyen tépvonalszakasz a megvnlagltassal el-
lentétes végén reflexios tipust kapcsoldként mii-
kodik.

12

Mikrohulldmu integrélt 4ramkdrok (MMIC)pasz
sziv elemeinek optikai stimulalasat az teszi lehets-
vé, hogy ezek monolitikus valtozatait legtébbnyire
félszigetel GaAs rétegen planaris struktira forma-
jabanalakitjak ki. [gy afellllet tetszés szerinti helye-
in optikai gerjesztéssel nagy vezetéképességlifel-
Uletiréteg hozhaté Iétre
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11.4bra. Kéttéle hulldmhosszlsagu lézertény alkalmaza%?
szilicium alapu pikoszekundumos optikai kapcsoloban

A jelenség gyakorlati alkalmazasénak illusztrala-
séra a 12. abran mutatunk példat. A szimmetrikus
irdnycsatoléra vetitett két fénypont a csatolé agai
kozott dtvezetéseket hoz létre, ezek pedigaz abran
bemutatott valtozast okozzak a csatolasi karakte-
risztikaban'““!. A vezérlés analdg jellegi, s annak
ellenére nagyon gyors, hogy a csatolé kozotti ré-
sekbennemuralkodik nagy térerésség, amely age-
neralt toltések etkihliznd. Ennek oka, hogy aCr ada-
I6kolasy folszigeteld GaAs-ben a toltdshordozéd
élettartam altaldban 1 ns alatt van, s {gy a rekombi-
nacié a vezetbk épességet gyorsan megsziinteti.

Az alkalmazasok egy masik csoportja azt alehe-
téséget aknazza ki, hogy a félvezeté anyagok ve-
zetbképessége igen széles hatarok kozétt valtoz-
tathaté. A Cr adalékolasa GaAs-et pl. félszigetelévé
(gyakorlatilag dielektrikumma) teszi, de megvilagi-
tassal erés vezetbk épesség idézhetd eld.
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llyen anyagokbdl készitett rétegekkel hatéko-
nyan befolyasolhatdk a klilénbdzé hullamvezeték
(ésrezonatorok) elektromagneses téreloszlasa.

Az emlitettekre vonatkozé egyik legérdekesebb
példa adédik, ha a mm hullamsavban mikédé fém
csétapvonal keresztmetszetének egy részét ilyen
félvezet6 anyaggal toltjik ki. A megvilagitassal
létrehozott plazma megvaltoztatja a tapvonal tére-
losztasat, és ezzel egytt valtozni fog a tapvonal fa-
zistolasais'“™.

4 3 ) 3
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12. abra. Szimmetrikus irdnykapcsold szerkezete, a megvilagi-
tas hatasanak modellezése felilleti dtvezetésekkel. A csatolasi
karakterisztikak valtozasa a megvildgitas hatasara. (dobb oldali
karakterisztika.)'““! (A 8 a megvilagitott részek tazistoldsban
mért tivolsaga a bemenettdl és a kimenettél mérve.)

Egy tovabbiigen fontos lehetéség a dielektromos
rezonatorokban kialakulé elektromagneses tér-
eloszlas befolyasolasa. Ez Gigy lehetséges, hogy a
rezonator egyik sik lapjat fényérzékeny félvezetd
anyaggal boritjak, és a megvilagitast erre vetitik.
llyen megoldasra mutatunk példat a 13. abran'“".
A fény-vezérelt rezonator kvantitativ analizise az
irodalomban megtalalhaté' <.

5. OSSZEGEZES

A mikrohulldamu teljesitmény-forrasként gyakorta
alkalmazott u.n. futasi id6 eszk6z6kkel rendszerint
csak mérsékelt sprektalis tisztasagu jelek allithatok
eld, de az FM zaj az optikai injektalas modszerével
jelentésen csOkkenthetd.

Azinjektalas sz(ik savon bellll hangolhatdsagot is
biztosit.

Lattuk, hogy az IMPATT eszk&zdkben a fény altal
keltett fotodramokat a lavinafolyamat felerésiti, ér-
zékenyebbé téve ezaltal az eszk ozt a fénnyel torté-
né injektalassal szemben.
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13. 4bra. Optikailag hangolt FET DRO?!

A futési id6 eszk$zdknél a fény j6 hatasfoku be-
juttatasa és a j6 h(ités egyideji biztositasa megfele-
16 konstrukcids kialakitast igényel.

A TRAPATT oszcillator esetében az impulzus él
bizonytalansaga, az u.n. jitter jelentés mértékben
csOkkenthet6 az optikaiinjektalas révén.

Megvilagitott PIN és varaktor diédakkal rend-
szerint hangolasi feladatokat oldanak meg, de fény-
érzékeny félvezetd réteggel ellatva, ilyen célra die-
lektromos rezonatorok is jol alkalmazhatok.

6. Koszodnetnyilvanitas
A kutatdmunka a Budapesti Mlszaki Egyetemen

Mikrohullamu Hiradastechnikai Tanszék iranyitasa-
val, az Orszagos MUiszaki Fejlesztési Bizottsag ta-

“mogatasaval folyik. Szamos hasznos beszélgete-

sértkdszonettel tartozom Dr. Frigyes Istvannak.
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